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электрических зарядов на поверхности. Приемники излучения на основе
сегнетоэлектриков обладают хорошим быстродействием при высокой пороговой
чувствительности, большим значением коэффициента преобразования, не требуют
источников питания.

Предложен приемник излучения на основе сегнетоэлектрика триглицинсульфата,
имеющий конструкцию продольного типа в виде четырех кристаллов 2´2 мм каждый,
соединенных последовательно с чередующейся полярностью, работающих в режиме
измерения малых лучистых потоков, когда интегральная чувствительность (по
напряжению) зависит от частоты модуляции и размера площади чувствительного слоя.
Рассматривались конструктивные приемы получения веероподобной формы датчиков
для увеличения сектора обзора до 40´40° с применением зонированной линзы Френеля.

Исследование характеристик кристаллов триглицинсульфата с использованием
имитатора абсолютно черного тела, точки фазового перехода, коэффициента теплового
расширения позволило за счет относительного начального смещения поверхности под
действием "подсветки" задавать необходимые режимы работы приемника. Величина
заряда, возникающего в кристалле при слабосильном источнике излучения и
значительном его удалении (более 5 м) от поверхности кристалла, составляла 30–50 мкВ.
для повышения чувствительности приемника к слабым источникам излучения были
применены амплитудно-фазовые методы обработки сигнала, перевод спектра сигнала
на более высокие частоты. Спектральная чувствительность определялась
поглощательной способностью материала покрытия кристалла в интервале излучения 6–
12 мкм.

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

В.А. СТОЛЕР, Д.В. СТОЛЕР, М.В. МИСЬКО

Необходимость регистрации акустических сигналов с высокой точностью в широком
диапазоне частот, например, для систем наблюдения и охраны объектов народного
хозяйства, в том числе для анализа технических каналов утечки акустической
информации, потребовало создания соответствующих преобразователей для этих целей.

В настоящее время наиболее известные электромагнитные, электродинамические,
полупроводниковые, конденсаторные, пьезоэлектрические преобразователи, принцип
действия которых основан на мембранном способе регистрации акустических сигналов,
имеют общий недостаток, заключающийся в искажении звукового поля мембраной
за счет дифракционных явлений, возникающих вблизи её поверхности.

Высокий уровень развития полупроводниковой техники и когерентной оптики дает
возможность разработать преобразователь, принцип действия которого основан
на оптическом способе преобразования акустического сигнала в электрический.
Используется интерференционный метод по схеме Майкельсона для регистрации
изменения фазовых неоднородностей воздушной среды, приводящих к изменению
показателя преломления этой среды при прохождении через нее акустических волн.
Основу преобразователя составляет акустический волновод, через который одновременно
распространяется акустический сигнал и пучок монохроматического света, проходящий
через светоделитель для получения двух пучков, которые в итоге, попадая в плоскость
фотоприёмника, образуют интерференционную картину. Изменение оптической длины
пути одного из световых пучков вследствие изменения показателя преломления
исследуемой среды вызывает смещение интерференционной картины, образованной
в плоскости фотоприёмника и соответственно ее интенсивности. На пути одного
из световых пучков была поставлена многоточечная диафрагма, позволяющая
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расположить фотоприёмник в середине линейного участка гауссовского распределения
светового пучка, что значительно расширило динамический диапазон преобразователя.

Предложенный оптико-электронный преобразователь может применяться также
для исследования турбулентных потоков в гидро- и аэродинамике, для регистрации
тепловых потоков в газообразных и жидких средах.

ОСОБЕННОСТИ АВТОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ ИЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

В.А. СТОЛЕР

Среди эмиссионных явлений автоэмиссия занимает особое место как чисто
квантовый эффект, при котором для высвобождения электронов из катода не требуется
затрат энергии на сам эмиссионный процесс в отличие от термо-, фото- и вторичной
эмиссии.

Особенности автоэлектронной эмиссии из полупроводников связаны с несколькими
факторами: 1) электрическое поле глубоко проникает в полупроводник, что приводит
к смещению энергетических зон, к изменению вблизи поверхности концентрации
носителей заряда; 2) концентрация электронов во много раз меньше чем в металле, что
ограничивает плотность тока, и она сильно зависит от внешних воздействий
(температуpы, освещения); 3) поверхностные состояния носителей заряда могут
сказываться на характеристиках автоэлектронной эмиссии; 4) протекающий через
полупроводник ток может приводить к перераспределению потенциала на нем.

Из неорганических кристаллических полупроводниковых материалов наибольшее
практическое применение находят углерод (алмаз и графит) и кремний.

Перспективность алмаза и наноуглеродных материалов обусловлена устойчивостью
углерода к бомбардировке ионами остаточных газов, имеющих место в приборах,
работающих в условиях технического вакуума и высоковольтного питания. Особые
надежды возлагаются на получение композитных наноалмазных эмиттеров
из углеродной пленки с включениями алмазоподобных микрокристаллитов.

Для изготовления автоэмиссионных катодов успешно используется кремний. Его
работа выхода 4,2 эВ сравнима с работой выхода электронов из металлов, его
механические, электрические и химические свойства хорошо изучены, технология работы
с кремнием тщательно отработана при разработке сверхбольших интегральных схем.
Наличие собственного окисла обеспечивает стабильность эмиссионных свойств катода
даже в химически активной газовой среде. Автокатоды из кремния имеют большую
крутизну, низкую межэлектродную емкость катод-сетка, что важно
в сверхвысокочастотном диапазоне длин волн. Устройства на кремниевых полевых
эмиттерах могут быть легко интегрированы в микросхемы и использоваться, например,
в качестве датчиков излучения.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОДЕЛЕЙ
ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

С.М. ДЗЕРЖИНСКИЙ, М.В. СУРИН

Оценка и прогнозирование надежности систем защиты информации является
актуальной. При этом имеет значение правильный выбор закона распределения
наработки до отказа элементов систем защиты информации. В качестве теоретических
моделей отказов элементов электронной техники используются экспоненциальное
распределение (Е), нормальное (N), логарифмически нормальное (LN), распределение




